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VERTRAG ; 
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R DIE INTERNATIONALE ZUSMH/IENARBEIT 
DEM GEBIET DES PATENTW^BlS 



PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 1 8 sowie Regein 43 und 44 PCT) 



Aktsnzelchen des Anmelders odor Anwatts 
Az. 2241 


WEfTERES slehe Mlttellung Qber die Ubenmttdung des Intematlonalen 

Recherchenbeilchts (Fonmblatt PCT/ISA/220) sowIe, sowelt 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzelchen 
PCT/EP 99/08862 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

18/11/1999 


(FrOhestes) Prtorltatsdatum fTag/Monat/Jahr) 

22/12/1998 


Anmelder 

STEAG MICROTECH GMBH et al . 



Dleser Internationale Recherchenberlcht wurde von der Intematlonalen Recherchenbeh6rde erstellt und wtrd dem Anmelder gemflB 
ArUkel 18 Qbermlttatt. EIne Kople wird dem Intematlonalen BQro Obemntttelt 

Dleser Intematlonale Recherchenberjcht umfalM Insgesamt _3 Blfitter. 

|X| DarQber hinaus llegt Ihm Jewells eine Kople der In diesem Berlcht genannten Untartagen zum Stand der Technlk bet. 



1 . Gru ndlage des Berichts 

a. HInslchtllch der Sprache 1st die Intematlonale Recherche auf der Grundlage der Intematlonalen Anmeldung In der Sprache 
durchgefOhrt worden. In der sle eingerelcht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben 1st 

I I Die intematlonale Recherche 1st auf der Grundlage elner bel der BehOrde elngerelchten Ubersetzung der Intematlonalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefOhrt worden. 

b. HInslchtllch der In der Intematlonalen Anmeldung offsnbarten Nuclootid- und/oder AminosAuresequenz 1st die Intematlonale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefOhrt worden, das 

I I In der Intematlonalen Anmeldung In Schrtfllcher Form enthalten 1st 

zxjsammen mtt der Intematlonalen Anmeldung In computerlesbarer Form eingerelcht worden Ist 
bel der BehOrde nachtrflgflch In schrtftllcher Form ebngerelcht worden Ist 
bel der BehOrde nachtragDch In oomputarlestiarer Fomn eingerelcht worden Ist 

Die ErWflrung. daB das nachtrfigDch eingerelchts schrtfUlche Sequenzprotokoll nicht Qber den Offenbaaingsgehalt der 
IntematlonaSen Anmeldung Im AnmeldezeKpunkt hinausgeht wurde vorgelegt 

Die Erklfirung, daB die In computertesbarer Form erfaBten Infbrmatlonen dem schrffUlchen Sequenzprotokofl entsprechen, 
wurde vorgelegt 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



I I Bestimmte AnsprQche haben sich als nicht recherchierbar erwieeen (slehe Feld I). 
I I Mangelnde Einhemichkett der Erfindung (slehe Feld 1 1). 

HInslchtllch der Bezelchnung der Erfindung 

|X] wtrd der vom Anmelder eingerelchte Wortlaut genehmlgt. 
I I wurde der Wortlaut von der BehOrde wie folgt festgesetzt 



5. HInslchtllch der Zusammenfassung 

nri wIrd der vom Anmelder eingerelchte Wortlaut genehmlgt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) In der In Feld III angegebenen Fassung von der BehOrde festgesetzt Der 
I I Anmeld r kann der BehOrde Innertialb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses Intemattonaten 

Recherchenberlchts eIne Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abblldung d r Zeichnungen Ist mit der Zusammenfassung zu verOffentllchen: Abb. Nr. /t 

I I wIe vom Anmelder vorgeschlagen Q kelnederAbb. 

Pr| w II der Anmekler selbst kelne Abblklung vorgeschlagen hat 
I I well diese Abblklung die ErflrKlung besser kennzelchnet 



Fonmblatt PCT/lSA/210 (Blatl 1) (Jull 1998) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSMmENARBEIT AUF DEM 
^ rrs GEBIET DES PATENTWESENS^ 





' PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUI^GSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 'Z'^^' 



Aktenzelchen des Anmelders Oder Anwalts 
Az. 2241 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Mitteilung uber die Obersendung des intemationalen 
vorlaufigen Prufungsberichts (Fomnblatt PCT/I PEA/41 6)'^ 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/08862 



Internationales Anmeldedatum ('ra^/Morjayja/?^; 
18/11/1999 



Prioritatsdatum r^aS^^A/fon^gTag/f^ 
22/12/1998 



Internationale Patentklasslfikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H01L21/00 



Anmelder 

STEAG MICROTECH GMBH et al. 



1 . Dieser rnternationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder genna3 Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

AuBerdem liegen dem Berrcht ANLAGEN bel; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen. die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtrgungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT) 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 8 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

□ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

□ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

S Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

□ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

□ Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

□ Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



III 
IV 
V 

VI 
VII 
VIII 



Hreni 



5fe 



^ 



Datum der Einreichung des Antrags 



09/06/2000 



Name und Postanschrift der mit der intemationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Datum der Fertigstellung die 
20.04.2001 



Bevoilmachtigter Bediensteter 
Crampin, N 

Tel. Nr. +49 89 2399 2566 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/08862 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinslchtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahman dieses Berichts ais "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70,17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1 ,2,4-21 ursprungliche Fassung 

3,3a eingegangen am 12/12/2000 mit Schreiben vom 08/12/2000 



Patentanspruche, Nr.: 

1-31 eingegangen am 02/03/2001 mit Schreiben vom 02/03/2001 



Zeichnungen, Blatter: 

1/4-4/4 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist, 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 
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internationaler vorlaufiger 
prOfungsbericht 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/08862 



4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatten die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzllche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-31 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1-31 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-31 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/I PEA/409 (Felder t-Vlfl, Blatt 2) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/08862 



Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 08, 30. Juni 1998 (1998- 
06-30) -& JP 10 057877 A -& US 5 879 576 A 

1.1 D1 wird als nachstliegender Stand der Technik angesehen. Die Vorrichtung 
gemaB Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung unterscheidet sich von der aus 
D1 bekannten Vorrichtung dadurch, da3 die Dusen in einer Platte angeordnet 
sind, und daB die zweiten Dusen derart Ober die Platte verteilt sind, daB sie die 
radiaie Stromung in eine spiralformig nach auBen verlaufende Stromung 
unnlenken. 

Fur eine solche Verteilung der zweiten Dusen gibt es weder in D1 noch in den 
weiteren, im Recherchenbericht zitierten Dokunnenten einen Hinweis. 

Die Vorrichtung gemaB Anspruch 1, sowie das Verfahren gemaB Anspruch 23, 
wonach die obengenannte Dusenverteilung verwendet wird, erfullen somit die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

1.2 Die Anspruche 2-22 und 24-31 sind von den jeweiligen Ansprtichen 1 und 23 
abhangig und erfullen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf 
Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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des Behandlungsbeckens gehalten und dadurch mit dem Be- 
handlungs fluid in Kontakt gebracht, dafi das Behandlungs- 
fluid 2um Oberlaufen gebracht wird. Innerhalb des Behand- 
Ixingsbeckens ist eine Elektrodenplatte mit Offnxingen an- 
geordnet/ die zvuaindest teilweise schrag nach auBen ge- 
richtet sind. 



Aus der JP 10 057 877 A ist ferner eine Substratbehand- 
lungsvorrichtung bekannt, bei der eine EntwicklungslSsung 

10 Ober eine erste zentrisch zu einem Substrat angeordnete 
Dtase auf das Substrat auf gebracht wird. Durch eine Rota- 
tion des Substrats wird die EntwicklungslQsung durch Zen- 
trifugalkraft radial nach auBen geschleudert und gleich- 
mafiig verteilt. Nach dem Aufbringen der EntwicklungslQ- 

15 sung wird eine Reinigungsf Itissigkeit aus einer Reihe von 
Reinigungsdtisen auf das rotierende Substrat aufgebracht, 
wobei die Reinigungsdusen beztiglich der Oberfiache des 
Substrats geneigt sind und tiberlappende Spriihbereiche 
aufweisen. AnschlieJJend warden die Substrate spinnge- 

20 trocknet . 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, den Me- 
dienverbrauch sowie die Behandlungszeiten bei der Behand- 
lung von Substraten zu reduzieren. 

25 

Ausgehend von der aus der '598 bekannten Vorrichtung wird 
die gestellte Aufgabe dadurch gelost, daB ein aus der er- 
sten Dtise austretendes Fluid auf das Substrat trifft und 
an ihm in eine radiale Stromung umgelenkt wird, und dafi ' 

30 die zweiten DQsen quer zur radialen StrOmung gerichtet 

sind. Hierdurch wird die radiale StrSmung in eine spiral- 
formig nach auBen verlaufende Stromvuig umgelenkt. Durch 
die spiralfSrmige StrSmung werden langere Kontaktzeiten 
des Fluids mit dem Substrat und somit ein geringerer Ver- 

35 brauch an Behandlungs fluid erreicht. Ferner ergibt sich 
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eine erhohte Dynamik des Behandlxingsf luids, wodurch Be- 
handlungszeiten reduziert werden konnen. 

Gemafi einer bevorzugten Ausfiihrungsf orm ist die erste Ba- 
se eine einzelne PunktdQse, vm Wechselwirkungen zwischen 
verschiedenen DUsen zu vermeiden^ und dadurch eine beson- 
ders gleichmaBige Fluidschicht auf dem Siobstrat zu erzeu- 
gen* 



Fur eine gute, kontrollierte Veranderung der durch die 
erste DUse erzeugten Fluidstromung, bilden die zweiten 
Diisen wenigstens eine DUsengruppe, die entlang einer vor- 
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PatentainsprUche 

Vorrichtung (1;100). zxm. Behandeln von Substraten 
(2), insbesondere von Halbleiterwaf ern, mit wenig- 
stens einer, im wesentlichen zentrisch zu einer DU- 
senplatte (17;140) angeordneten ersten DQse (38;152) 
und einer Vielzahl von in der Dtlsenplatte angeordne- 
ten und bezuglich der ersten Dtise separat ansteuer- 
baren zweiten DUsen (18;142), wobei sich die erste 
Duse (38; 152) senkrecht zur DUsenplatte erstreckt 
und die zweiten DQsen mit einem Winkel von kleiner 
90° zur DQsenplatte angeordnet sind und quer zu ei- 
ner von der ersten Diise ausgehenden radialen Str6- 
mung gerichtet sind, und wobei die zweiten DUsen 
derart Uber die Platte verteilt sind, daiJ sie die 
radiale Stromung in eine spiralf 6rmig nach auBen 
verlaufend Strdmung umlenken. 

Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die erste DUse (38; 152) eine 
einzelne Punktdilse ist. 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dafi die zweiten 
Dtisen (18; 142, 144) wenigstens eine DUsengruppe bil- 
den, die entlang einer vorgegebenen Kontur, insbe- 
sondere einer Geraden, verlauft. 

Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl sich die Gerade tangential zur ersten 
DUse (38; 152) erstreckt . 
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Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
AnsprUche, gekennzeichnet durch wenigstens eine zwi- 
schen den der ersten und den zweiten DUsen angeord- 
nete weitere DQse (156), die radial zur ersten DUse 
(152) hin gerichtet ist, 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi sich die 
zweiten Dtlsen {18;142, 144) mit einem Winkel von 45*" 
in der DUsenplatte angeordnet sind sind. 

Vorrichtung {1;100) nach einem der vorhergehenden 
AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, dafl die zweiten 
Dasen (18; 142, 144) PunktdUsen sind* 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Ansprache, dadurch gekennzeichnet, dafl die erste DO- 
se (18; 152) und die zweiten DUsen (18;142,144) mit 
unterschiedlichem Druck beauf schlagbar sind, 

Vorrichtung {1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die erste DU- 
se (18;152) und die zweiten Dtlsen (18;142,144) mit 
unterschiedlichen Fluids beauf schlagbar sind. 

Vorrichtung {1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB tiber die er- 
ste DUse (18;152) SpUlfluid einleitbar ist. 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB an die erste 
DUse (18;152) ein Vakuum anlegbar ist. 
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Vorrichtung {1;100) nach einem der vorhergehenden 
Ansprtiche, dadurch gekeimzeichnet, daB Uber die 
zweiten Diisen (18; 142, 144) ein Gas einleitbar ist. 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dafi die erste DU- 
se (18;152), die zweiten DUsen (18;142) und die wei- 
tere Dtise (156) in einem gemeinsamen Grundk5rper an- 
geordnet (10; 120) sind. 

Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 13, gekennzeichnet 
durch einen die erste DQse (38) aufweisenden Einsatz 
(35), der in den GrundkOrper (10) einsetzbar ist. 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, gekennzeichnet durch einen ringfermigen 
Fluidraum (22; 146) unterhalb der Dusenplatte 

(17;140) . 



Vorrichtung (1;100) nach einem der AnsprUche 13 bis 
15, gekennzeichnet durch eine die DUsenplatte 
(17; 140) umgebende und gegentiber dieser tiefer lie- 
genden Flache des Grundkorpers (10), mit einer Viel- 
zahl von Bohrungen, in der eine entsprechende Anzahl 
von Abstandshaltern (13) auf genommenen ist. 

Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Abstandshalter (13) verstell- 
bar sind. 



Vorrichttang (1;100) nach einem der Ansprtiche 13 bis 
17, gekennzeichnet durch einen Oberlauf kragen (50) 
am GrundkSrper (10) . 
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Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 18, gekennzeichnet 
durch wenigstens eine nach innen gerichtete Duse 
(55) am Oberlauf kragen (50) . 

Vorrichtung (1;100) nach einem der T^spruche 13 bis 
19/ gekennzeichnet durch ein den Grundkorper (10) 
umgebendes Becken. 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, gekennzeichnet durch eine Einrichtung 
(108) zum Leiten eines Fluids auf eine Auiienseite 
eines das Substrat tragenden Siibstrathalters (103) . 

Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 21, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Einrichtung (108) auf dem Sub- 
strathalter (103) angeordnet ist. 

Verfahren zum Behandeln von Substraten (2), insbe- 
sondere Halbleiterwaf ern, das die folgenden Schritte 
aufweist : 

- Leiten eines Fluids unter einem rechten Winkel 
auf eine zu behandelnde Oberflache des Substrats 
(2)/ iiber wenigstens eine im wesentlichen zen- 
trisch zum Substrat und einer zum Substrat paral- 
lelen DQsenplatte angeordnete erste Diise 
(38;152), sodaiJ das auf das Substrat auftreffende 
Fluid zwischen dem Substrat und der Dusenplatte 
in eine radiale Stromung umgelenkt wird; und 

- Leiten eines Fluids auf die zu behandelnde Ober- 
flache des Substrats (2) Ober eine Vielzahl von 
mit einem Winkel von kleiner 90 in der DUsen- 
platte angeordneten und beztiglich der ersten Dtise 
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(38; 152) separat angesteuerten zweiten Dtisen 
(18; 142), und zwar quer zur radialen Stomung, wobei 
gleichzeitig Fluids tiber die ersten und zweiten Dtisen 
auf das Substrat geleitet werden, und wobei die zwei- 
ten DQsen derart Ober die DCisenplatte verteilt sind, 
daii die radiale Stromung in eine spiralf ormig nach au- 
lien verlaufende Stromung umgelenkt wird. 

Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Fluid liber die zweiten DUsen (18; 142, 144) im 
wesentlichen in Umf angsrichtung des Substrats (2) 
auf die zu behandelnde Oberflache geleitet wird. 



Verfahren nach einem der Ansprtlche 23 oder 24, da- 
durch gekennzeichnet, daU das Fluid iiber die zweiten 
Dusen (18; 142, 144) mit einem Winkel von 45'' auf die 
zu behandelnde Oberflache des Substrats (2) geleitet 
wird. 



Verfahren nach einem der AnsprUche 23 bis 25, da- 
durch gekennzeichnet, daB uber die ersten und zwei- 
ten Dtisen Fluid mit unterschiedlichen Drticken auf 
die zu behandelnde Oberflache des Substrats (2) ge- 
leitet wird. 

Verfahren nach einem der AnsprUche 23 bis 2 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB iiber die ersten und zwei- 
ten Dtisen unterschiedliche Fluids auf die zu behan- 
delnde Oberflache des Substrats (2) geleitet werden. 

Verfahren nach einem der Anspruche 23 bis 21, da- 
durch gekennzeichnet, daB tlber die erste DUse 
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(38;152) ein Sptllfluid auf die zu behandelnde Ober- 
flache des Substrats (2) geleitet wird. 

Verfahren nach einem der AnsprUche 23 bis 28, da- 
durch gekennzeichnet, dafi an die erste DUse (38; 152) 
ein Vakuum angelegt wird. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 23 bis 29, da- 
durch gekennzeichnet, dafi tiber die zweiten Dusen 
(18; 142, 144) ein Gas auf die zu behandelnde Ober- 
flache des Substrats (2) geleitet wird. 

Verfahren nach einem der AnsprUche 23 bis 30, ge- 
kennzeichnet durch Leiten eines Fluids auf eine Au- 
Jienoberflache eines das Substrat (2) tragenden Sub- 
strattragers (3) Uber wenigstens eine in einem Ober- 
laufkragen (50) der Vorrichtung angeordnete DUse 
(55) . 
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(57) Zusammenfassung 

Um bei einer Vorrichtung und 
einem Verfahren zum Behandeln 
von Substraten einen verringerten 
Medienverbrauch und reduzierte 
Behandlungszeiten vorzusehen, wird 
iiber wenigstens eine im wesentlichen 
zentrisch zum Substrat angeordnete erste 
Diise ein Fluid auf eine zu behandelnde 
Oberfiache des Substrats geleitet, und 
iiber eine Vielzahl von beziiglich der 
ersten Diise separat angesteuerten 
zweiten DQsen ein Fluid auf die zu 
behandelnde OberflSche des Substrats 
geleitet. 
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Vorrichtung und Verfahren zxim Behandeln von Substraten 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich- 
5 tung und ein Verfahren zum Behandeln von Substraten, ins- 
besondere von Halbleiterwaf ern . Derartige Vorrichtungen 
sind in der Technik zahlreich bekannt. Dabei ist es auch 
bekannt, iiber eine Vielzahl von DUsen ein Behandlungs- 
fluid auf einen Halbleiterwaf er zu leiten, wobei alle Du- 
10 sen in gleicher Weise mit dem Behandlungsf luid beauf- 
schlagt werden. 

Dabei ergibt sich jedoch das Problem, dafi der Verbrauch 
des Behandlungsf luids relativ grofi ist, da iiber alle Dii- 
15 sen dieselbe Menge an Behandlungsf luid eingeleitet wird* 
Bei welter auIJen liegenden Diisen, insbesondere im Randbe- 
reich eines Wafers wird dabei in iiberf liissiger Weise viel 
Behandlungsf luid verbraucht. Daruber hinaus sind die auf 
diesen Vorrichtungen laufenden Prozesse relativ langsam. 

20 

Aus der JP-6-7 3 598 A ist ferner eine Vorrichtung zum Be- 
handeln von Halbleiterwaf ern, mit einer im wesentlichen 
zentrisch zum Substrat angeordneten ersten DQse und drei 
beziiglich der ersten DUse separat ansteuerbaren zweiten 

25 Diisen bekannt. Bei dieser Vorrichtung wird iiber die im 

Boden eines Behandlungsbeckens befindlichen Diisen ein Be- 
handlungsf luid in das Behandlungsbecken eingeleitet, und 
durch eine im Behandlungsbecken befindliche untere Elek- 
trode, welche eine Gitterstruktur aufweist, hindurch^ 

30 geleitet. Ein zu platierendes Substrat wird iiber eine 

obere Elektrode 3 oberhalb des Behandlungsbeckens gehal- 
ten und das Behandlungsf luid wird zum Oberlaufen aus dem 
Behandlungsbecken gebracht, so dafi es mit dem dariiber ge- 



wo 00/38220 PCT/EP99/08862 



haltenen Substrat in Kontakt kommt. Zwischen der unteren 
und der oberen Elektrode wird ein Strom angelegt, um ein 
Platieren des Wafer zu fordern. Bei der Behandlung wird 
das Substrat gleichmaBig aber dessen gesamte Oberflache 
5 von unten angestromt und am Wafer wird die Stromung in 

eine im wesentlichen nach auBen gerichtete Stromung umge- 
lenkt* Im Aulienbereich auf das Substrat auftretendes Be- 
handlungsf luid kommt dabei nur kurzzeitig mit dem Sub- 
strat in Kontakt. In Randbereichen des Behandlungsbeckens 
10 fliefit das Behandlungsf luid direkt aus dem Behandlungs- 
becken aus, ohne vorher mit dem Substrat in Kontakt zu 
kommen • 

Daher wird bei der obigen Behandlung viel Behandlungs- 
15 fluid verbraucht. Die beschriebene Behandlung ist daruber 
hinaus aufgrund der rein nach aufien gerichteten Stomung 
auf der Oberflache des Wafers relativ langsam. 

Aus der JP 5-109 690 A ist ferner eine Vorrichtung zum 
20 Behandeln von Substraten, mit einem Behandlungsbehalter , 
der durch konzentrisch angeordnete Innenwande in mehrere 
Zonen unterteilt ist bekannt. Die Zonen sind jeweils Uber 
separate Leitungen mit Fluid beauf schlagbar • Ein zu be- 
handelndes Substrat wird mittels eines Substrathalters 
25 liber dem Behandlungsbecken gehalten und dadurch mit dem 
Behandlungsf luid in Kontakt gebracht, so daB das Behand- 
lungsfluid aus dem Behandlungsbecken zum Oberlaufen ge- 
bracht wird, 

30 Die WO 97-12079 Al zeigt ferner eine Vorrichtung zur 

Elektroplatierung von Substraten, mit einem Behandlungs- 
becken, das iiber eine einzelne Leitung von unten mit Be- 
handlungsf luid befiillt wird. Das Substrat wird oberhalb 
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des Behandlungsbeckens gehalten und dadurch mit dem Be- 
handlungsf luid in Kontakt gebracht, dali das Behandlungs- 
fluid zum Oberlaufen gebracht wird. Innerhalb des Behand- 
lungsbeckens ist eine Elektrodenplatte mit Offnungen an- 
geordnet, die ziimindest teilweise schrag nach aulien ge- 
richtet sind. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, den Me- 
dienverbrauch sowie die Behandlungszeiten bei der Behand- 
lung von Substraten zu reduzieren. 

Ausgehend von der aus der '598 bekannten Vorrichtung wird 
die gestellte Aufgabe dadurch gelost, daJi ein aus der er- 
sten Diise austretendes Fluid auf das Substrat trifft und 
an ihm in eine radiale Stromung umgelenkt wird, und dali 
die zweiten Dtisen quer zur radialen Stromung gerichtet 
sind* Hierdurch wird die radiale Stromung in eine spiral- 
formig nach aufien verlaufende Stromung umgelenkt. Durch 
die spiralf 5rmige Stromung werden ISngere Kontaktzeiten 
des Fluids mit dem Substrat und somit ein geringerer Ver- 
brauch an Behandlungsf luid erreicht. Ferner ergibt sich 
eine erhohte Dynamik des Behandlungsf luids, wodurch Be- 
handlungszeiten reduziert werden konnen. 

Gemafi einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist die erste Dii- 
se eine einzelne Punktdiise, um Wechselwirkungen zwischen 
verschiedenen Dtisen zu vermeiden, und dadurch eine beson- 
ders gleichmaBige Fluidschicht auf dem Substrat zu erzeu- 
gen. 

Fur eine gute, kontrollierte Veranderung der durch die 
erste Diise erzeugten Fluidstromung, bilden die zweiten 
Dusen wenigstens eine Dusengruppe, die entlang einer vor- 
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gegebenen Kontour, insbesondere einer Geraden verlauft. 
Vorzugsweise sind sechs Diisengruppen dieser Art vorgese- 
hen. 

Gemafl einer besonders bevorzugten Ausf iihrungsf orm der Er- 
findung erstrecken sich die Geraden, auf denen die Diisen- 
gruppen ausgebildet sind, tangential zu der ersten Dtise, 
d.h. die Geraden verlaufen nicht durch die DUse sondern 
beriihren ihren Umfang. Durch Erzeugen einer tangentialen 
Stromung eines Fluids beziiglich der radial nach auBen 
stromenden Fluidschicht , welche durch die erste Duse er- 
zeugt wird, kann auf einfache Weise die bevorzugte, spi- 
ralf5ntiig nach auBen gerichtete Stromung er zeugt werden. 
Dies k5nnte beispielsweise auch durch eine Spiralf ormige 
Kontour erreicht werden. 

Dabei sind die zweiten Dusen im wesentlichen senkrecht zu 
der Geraden gerichtet, um das Fluid im wesentlichen in 
Umfangsrichtung einzuleiten, Vorzugsweise ist wenigstens 
eine weitere Duse vorgesehen, die zur ersten DUse hin ge- 
richtet. Um eine gute Tangential komponente zu erzeugen, 
sind die zweiten DUsen unter einem Winkel kleiner 90** und 
vorzugsweise unter einem Winkel von 45° auf das Substrat 
gerichtet. Vorteilhaf terweise sind die zweiten Dusen 
Punktdiisen. 

GemaB einer besonders vorteilhaf ten Ausfuhrung der Erfin- 
dung sind die erste Duse und die zweiten Dusen mit unter- 
schiedlichem Druck beauf schlagbar, wodurch aber die /zwei- 
ten Diisen eine optimale Einstellung der durch die erste 
Duse erzeugten nach auBen stromende Fluidschicht erfolgen 
kann, Ober die eingeleitete Fluidmenge kann beispiels- 
weise die Steigung der spiralformig nach auBen gerichte- 
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ten Stromung verandert und damit der Behandlungsvorgang 
optimal eingestellt werden. 

Gemaft einer weiteren besonders bevorzugten Ausfiihrungs- 
form der Erfindung sind die erste Duse und die zweiten 
Dusen mit unterschiedlichen Fluids beauf schlagbar . Indem 
nur liber die zentrierte erste Dvise ein Behandlungsf luid 
eingeleitet wird und viber die zweiten Diisen ein separates 
im wesentlichen nur die Stromung von der ersten Diise ein- 
stellendes Fluid eingeleitet wird, kann der Verbrauch des 
Behandlungsf luids wesentlich reduziert werden. 

Bei einer bevorzugten Ausf lihrungsf orm der Erfindung ist 
fiir einen Sptilvorgang uber die erste Dtise Spiilfluid ein- 
leitbar . 

Zur Bildung einer kombinierten Behandlungs-ZTrocknungs- 
vorrichtung ist an die erste Dvise vorzugsweise ein Vakuum 
anlegbar, Wenn iiber die erste Diise zunachst eine Behand- 
lungsf liissigkeit auf das Substrat geleitet wurde, kann 
dieses tropf chenweise an zu der Duse fUhrenden Leitungen 
bzw. der Duse selbst anhaften. Bei einer folgenden Trock- 
nung k5nnten diese Tropf chen aus der Leitung bzw. der Dii- 
se entweichen, was den Trocknungsvorgang erheblich be- 
eintrachtigen wurde. Ein derartiges Entweichen wird durch 
ein an die erste Dtise angelegtes Vakuum verhindert. 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Ausf iihrungs form der Er- 
findung ist iiber die zweiten Diisen ein Gas einleitbal:, 
welches, ohne die Eigenschaf ten eines Behandlungsf luids 
zu verandern, die Stromung des Behandlungsf luids optimal 
einstellen kann. Des weiteren kann das uber die zweiten 
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Dusen eingeleitete Gas zur Trocknung des Substrats nach 
einer vorhergehenden Behandlung verwendet werden. 

Bei einer weiteren Ausfiihrungsf oriu sind die ersten und 
5 zweiten Dtisen in einem gemeinsamen Grundk:5rper angeord- 
net. Um eine gute Trennung der ersten Diise und den zwei- 
ten Dtisen zu gewShrleisten, ist ein die erste Diise auf- 
weisender Einsatz in den Grundkc3rper einsetzbar. 



10 Ftir eine besonders kostengunstige und einfache Ausftih- 
rungsform der Erfindung sind die zweiten Diisen in einer 
Diisenplatte des Grundkorpers ausgebildet und uber einen 
vorzugsweise ringf ormigen Fluidraum unterhalb der Dusen- 
platte ansteuerbar . 

15 

Vorteilhaf terweise weist der Grundk5rper eine die Diisen- 
platte umgebende und gegeniiber dieser tiefer liegende 
Flache auf , in der Bohrungen zur Aufnahme von Abstands- 
haltern. Die Abstandshalter dienen zur Abstandsein- 
20 stellung eines Ober der Vorrichtung angeordneten Sub- 

strathalters . Vorteilhaf terweise sind die Abstandshalter 
verstellbar • 

Gemafi einer weiteren bevorzugten Ausf uhrungsf orra der Er- 
25 findung ist am Grundkorper ein Oberlauf kragen vorgesehen, 
der eine Fluidstromung entlang einer Aufienseite eines das 
Substrat tragenden Substrattragers, insbesondere zur 
Trocknung desselben, ermoglicht . Om diese Fluidstromung 
zu unterstiitzen, ist am bzw, im Oberlauf kragen wenigstens 
30 eine nach innen gerichtete DOse vorgesehen, Bei einer be- 
sonders vorteilhaf ten Ausf uhrungsf orm ist die wenigstens 
eine Diise im Oberlauf kragen schr^g nach oben gerichtet, 
um die durch die ersten und zweiten Dusen erzeugte Stro- 
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mung zu unterstutzen. Vorteilhaf terweise ist eine Viel- 
zahl von uber den Umfang des Oberlauf kragens verteilten 
Diisen vorgesehen, urn eine gleichmSBige Fluidstromung am 
Aufieniamf ang eines Substrathalters zu erzeugen. 

5 

Bei einer weiteren bevorzugten Ausf iihrungsf orm der Er- 
findung ist wenigstens ein Ablali in dem Oberlauf kragen 
vorgesehen, um vor einem Trocknungsvorgang des Substrats 
und/oder eines Substrattragers Behandlungsf liissigkeit aus 
10 dem Oberlauf kragen abzulassen. Vorteilhaf terweise ist ein 
den Grundkorper umgebendes Becken vorgesehen, um Behand- 
lungsf liissigkeiten aufzufangen. 

Vorzugsweise weist die Vorrichtung einen Substrathalter 
15 und eine Einrichtung zum Leiten eines Fluids, insbe- 

sondere einer Spiilf lussigkeit in Kontakt mit einer Aulien- 
seite eines Substrathalters auf, um diesen ggf . zu reini- 
gen. 

20 Die zuvor genannte Aufgabe wird auch durch ein Verfahren 
zimi Behandeln von Substraten, insbesondere Halbleiter- 
wafern, gelGst, bei dem eine Fluid unter einem rechten 
Winkel liber wenigstens eine im wesentlichen zentrisch zma 
Substrat angeordnete erste Dtise auf eine zu behandelnde 

25 OberflMche des Substrats geleitet wird, sodali das auf das 
Substrat auf tref f ende Fluid in eine radiale Stromung um- 
glenkt wird und ein Fluid tiber eine Vielzahl von separat 
angesteuerten zweiten Diisen, und zwar quer zur radialen 
Stromung, auf die zu behandelnde Oberflache des Substrats 

30 geleitet wird. Bei diesem Verfahren ergeben sich diesel- 
ben Vorteile wie bei der zuvor genannten Vorrichtung, 
insbesondere ein Beschleunigung eines Behandlungsvorgangs 
und einen reduzierten Verbrauch des Behandlungsf luids . 
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Bevorzugte Ausgestaltungen des Verfahrens ergeben sich 
aus den untergeordneten Verf ahrensanspriichen, bei denen 
sich dieselben Vorteile, wie oben ausgefuhrt, ergeben. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines bevorzugten 
AusfQhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Figuren be- 
schrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht durch eine Be- 

handlungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung 

entlang der Linie B-B in Fig, 2; 
Fig. 2 eine Querschnittsansicht der erf indungsgemafien 

Behandlungsvorrichtung entlang der Linie A-A in 

Fig. 1; 

Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf die erfin- 
dungsgemaBe Behandlungsvorrichtung; 

Fig. 4 eine vergrofierte Detailansicht eines Schnitts 
durch eine DQse entlang der Linie C-C in Fig. 
3 ; und 

Fig. 5 eine Querschnittsansicht ahnlich zu Fig. 2 ei- 
nes alternativen Ausfiihrungsbeispiels der Er- 
findung; 

Fig. 6 eine Querschnittsansicht einer alternativen 

Ausf uhrungsf orm der erf indungsgemafien Behand- 
lungsvorrichtung . 

Die Erfindung wird zunSchst anhand der Figuren 1 bis 4 
erlautert, welche eine erste Ausf uhrungsf orm der Erfin- 
dung darstellen. Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht 
einer Spiil- und Trocknungsvorrichtung 1 der vorliegenden 
Erfindung. Oberhalb der Spiil- und Trocknungsvorrichtung 1 
ist ein einen Halbleiterwaf er 2 tragender Substrathalter 
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3 angeordnet. Der Substrathalter 3 besteht aus einem 
Oberteil 5 und einem ringf 5rmigen Unterteil 6, wobei der 
Wafer 2 zwischen dem Oberteil 5 und dem Unterteil 5 ein- 
geklemmt ist. 

Urn Wiederholungen zu vermeiden, wird fiir den nSheren Auf- 
bau des Substrathalters 3 auf die am selben Tag wie die 
vorliegende Anmeldung eingereichte Anmeldung mit der An- 
meldenurnmer 198 59 4 67 und dem Titel "Substrathalter" 
derselben Anmelderin Bezug genommen/ die insofern zum Ge- 
genstand der vorliegenden Erfindung gemacht wird. 

Die Sptil- und Trocknungsvorrichtung 1 weist einen Grund- 
korper 10 auf. Der Grundkorper 10 weist ein Ringglied 11 
auf. Auf einer Oberflache des Ringglieds sind drei Ver- 
tiefungen 12 mit jeweiligen Bohrungen vorgesehen. Die 
Vertiefungen 12 bzw. die Bohrungen dienen als Aufnahme 
fur Stellschrauben 13 welche sich in Offnungen des Unter- 
teils 6 des Substrathalters 3 erstrecken und als Auflage 
dienen. Ober die Stellschrauben 13 kann die Hohe und Aus- 
richtung des uber der Spul- und Trocknungsvorrichtung 1 
befindlichen Substrathalters eingestellt und ggf. auch 
verandert werden. Eine Veranderung der H6he ist z.B. 
zweckmaBig, um Fur das Trocknen und das Spiilen unter- 
schiedliche Abstande vorzusehen. Dabei ist darauf zu ach- 
ten, dafi ein auf dem Unterteil 6 des Substrathalters 3 
liegender Wafer nicht mit anderen Elementen der Spul- und 
Trocknungsvorrichtung 1 in Kontakt kommt, wenn das Unter- 
teil 6 auf den Stellschrauben 13 aufliegt. Anstelle yon 
Stellschrauben 13 konnten auch verschiebbare Zylinder, 
Spindeln etc. verwendet werden. 
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An einer Innenseite des Ringglieds 11 ist ein Flansch 14 
ausgebildet, dessen Innenseite mit einer Innenseite des 
Ringglieds 11 fluchtet. Der Flansch 14 erstreckt sich von 
dem Ringglied 11 nach oben. Ein auBerer Obergang des 
Ringglieds 11 zu dem Flansch 14 ist rund ausgebildet, und 
die Aulienseite des Flansches 14 bildet im oberen Bereich 
eine nach innen gerichtete Schrage 15 . Der runde Obergang 
und die Schrage 15 bilden zusammen mit dem Oberteil 6 des 
Substrathalters 3 einen im wesentlichen gleichf ormigen 
Stromungskanal, wenn sich der Substrathalter 3 in der in 
Fig. 2 gezeigten Position befindet. 

Am oberen Ende des Flansches 14 weist der Grundkorper 10 
eine sich im wesentlichen senkrecht zu dem Flansch 14 
nach innen erstreckende Diisenplatte 17 auf , in der - wie 
nachfolgend noch in groBerer Einzelheit beschrieben wird 
- eine Vielzahl von Dusen 18 ausgebildet ist. Die DUsen- 
platte 17 weist eine Mittelof f nung auf. Im Bereich der 
Mittelof f nung ist ein sich senkrecht und nach unten be- 
ztiglich der Dusenplatte 17 erstreckender Flansch 20 vor- 
gesehen. Der Flansch 20 definiert eine Mittelof f nung des 
gesamten Grundkorpers 10. 

Zwischen dem Flansch 20, der DQsenplatte 17 und einer In- 
nenseite des Flansches 14 bzw. des Ringgliedes 11 wird 
ein nach unten geoffneter Ringraum 22 gebildet. 

Die Unterseite des Ringraums 22 wird durch eine ringfor- 
mige AnschluBplatte 25 mit Offnungen 2 6 abgeschlossefi. 
Wie in Fig. 2 zu sehen ist, weisen das Ringglied 11 und 
der Flansch 20 zum Ringraum weisende Ausnehmungen auf, 
die jeweils eine Schulter zur Anlage der Anschluliplatte 
25 bilden. Die Anschluliplatte 25 wird mittels einer 
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Schweifiung 27 bzw. 28 an dem Ringglied 12 und dem Flansch 
20 gehalten. 

Im Bereich der Offnungen 26 der AnschluJiplatte 25 sind 
Anschluflstutzen 30 angeschweilit , die mit nicht naher dar- 
gestellten Leitungen verbunden warden, um ein Fluid in 
den Behandlungsraiom 22 einzuleiten. 

In der durch den Flansch 20 gebildeten Mitt:el5f f nung ist 
ein Einsatz 35 mit einem AnschluAstutzen 36 angeordnet. 
Der Einsatz 35 kann durch eine Schweifiung, eine Schraub- 
verbindung oder eine sonstige geeignete Verbindung in der 
Mittelof f nung befestigt sein. Eine Stirnseite 37 des Ein- 
satzes 35 fluchtet mit einer Oberseite der Dusenpiatte 
17. In der Mitte dieser StirnflMche 37 des Einsatzes 35 
ist eine DQse 38 vorgesehen, die iiber nicht naher darge- 
stellte Verbindungen mit dem AnschluBstutzen 36 in Ver- 
bindung steht. Der AnschluBstutzen 36 wird mit einer 
nicht naher dargestellten Leitung verbunden, um eine 
Spulf liissigkeit durch die Dtise 38 zu leiten bzw, um - wie 
nachfolgend noch naher beschrieben wird - ein Vakuum an 
die Dtise 38 anzulegen. 

Wie am besten in Fig, 1 zu erkennen ist, sind die in der 
Dusenpiatte 17 ausgebildeten Diisen 18 jeweils entlang ei- 
ner Geraden ausgebildet, welche tangential zu der zen- 
trierten Duse 38 des Einsatzes 35 verlaufen. Insgesamt 
sind sechs Diisengruppen vorgesehen, die sich entlang je- 
weiliger Geraden erstrecken. Jede Dusengruppe weist sechs 
Dusen 18 auf . Die Anordnung und Anzahl der Dtisengruppen 
sowie der Diisen 18 pro Gruppe kann sich je nach Bedarf 
von der dargestellten Anzahl unterscheiden , So konnen 
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sich die Diisen beispielsweise entlang einer gekriimmten 
Oder sonstigen Kontur angeordnet sein. 

Auch die in Fig, 1 und 2 dargestellten Abstande der Diisen 
5 18, insbesondere bezuglich der zentrierten DUse 38 des 
Einsatzes 35, konnen von der Darstellung abweichen. Die 
radial am weitesten innen liegenden Dusen 18 der Dusen- 
gruppen sind moglichst nahe an der zentrierten Duse 38 
des Einsatzes 35 angeordnet, obwohl der Abstand in Fig. 1 
10 relativ groii erscheint. 

In Fig. 3 ist eine schematische Draufsicht auf die Spul- 
und Trocknungsvorrichtung 1 der vorliegenden Erfindung 
dargestellt. In der Fig. 3 ist schematisch die Stromungs- 

15 beziehung der durch die zentriesrte Duse 38 erzeugten 

Stromung bezuglich der durch die Diisen 18 erzeugten Stro- 
mung dargestellt. Von der Diise 38 geht eine gleichmafiige, 
radial nach auBen gerichtete Stromung aus, wie durch die 
Pfeile 40 in Fig. 3 dargestellt ist. Von den DUsen 18 

20 geht jeweils eine quer zu der erwahnten Radialstromung 

gerichtete Stromung aus, wie durch die Pfeile 42 angedeu- 
tet ist. Durch das Zusammenwirken der durch die Pfeile 40 
angezeigten Radialstromung mit der durch die Pfeile 42 
angezeigten quer dazu verlaufenden Stromung ergibt sich 

25 eine spiralformig nach auBen verlaufende Stromung, wie 
durch die Pfeile 4 4 in Fig. 3 angedeutet ist. 

Um die quer zu der Radialstromung verlaufende Stromung zu 
erzeugen, sind die Dusen 18 jeweils unter einem Winkel 
30 von 90° bezuglich der Geraden, entlang derer sie ausge- 
bildet sind, gerichtet. Ferner bilden sie einen Winkel 
von kleiner 90° zu einer Oberflache 48 der Dusenplatte 
17, d. h. daB die durch die Dusen 18 eine Fluidstromung 
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mit einem Winkel von kleiner 90° auf den dartiber befind- 
lichen Wafer leiten* Der Winkel betragt bei dem darge- 
stellten Ausf iihrungsbeispiel 4 5**. Es ist aber auch denk- 
bar, irgendeinen anderen Winkel, der kleiner als 90'' ist, 
auszuwahlen, urn die quer zu der Radialstromung verlaufen- 
de Stromung zu erreichen. 

Wahrend des Betriebs der zuvor beschriebenen Spiil- und 
Trocknungsvorrichtung 1 wird zunachst der einen Wafer 2 
tragende Substrathalter 3 in eine tiber der Vorrichtung 
befindliche Behandlungsposition bewegt, AnschlieBend wird 
iiber die zentrisch angeordnete DOse 38 eine Spiilflussig- 
keit, wie z. B- Wasser, auf den daruber befindlichen 
Halbleiterwaf er 2 geleitet. Der Strahl wird am Wafer 2 urn 
90"* abgelenkt und bildet eine gleichmaiiige, radial nach 
auBen stromende Wasserschicht auf dem Wafer 2 (siehe 
Pfeile 40 in Fig. 3) • Gleichzeitig wird iiber die DUsen 18 
tangential zu der radial stromenden Wasserschicht Gas, 
wie 2. B. N2 Oder CDA (d. h. saubere Trockenluft) , zuge- 
fuhrt (siehe Pfeile 42 in Fig. 3) . Durch die radiale 
Stromung des Wassers in Zusammenwirkung mit der tangen- 
tialen Stromung des Gases wird eine spiralformig nach au- 
Ben gerichtete Stromung (siehe Pfeile 44 in Fig. 3) er- 
zeugt. Ober die zugefiihrte Gasmenge kann die Steigung des 
Spiralbildes verandert und der Splalvorgang optimal ein- 
gestellt werden. Eine Optimierung des Spiilvorgangs kann 
auch durch Einstellen des Abstands zwischen dem Wafer 2 
und der Dusenplatte 17 erfolgen. 

Bei einem anschlieBenden Trocknungsvorgang wird iiber den 
AnschluB 3 6 ein Vakuum an die zentrierte Duse 38 ange- 
legt. Ober die Diisen 18 wird weiterhin Gas eingeleitet. 
An die zentrierte Diise 38 wird ein Vakuum angelegt, damit 
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keine in den Leitungen anhaftenden Wassertr6pf chen durch 
die Diise 38 entweichen. Dabei ist das Vakuum an der zen- 
trierten Duse 38 gerade stark genug, um einem Vakuum ent- 
gegen zu wirken, welches von aufien durch die Gasstromung 
5 durch die Dtisen 18 an der Diise 38 angelegt wird. Das von 
innen angelegte Vakuum ist aber nicht stark genug, um ei- 
ne wesentliche Stromung des von den Diisen 18 ausgestolie- 
nen Gases in die Duse 38 zu bewirken. Die durch die Dtisen 
18 erzeugte Gasstromung erzeugt im Bereich der Duse 38 

10 Verwirbelungen^ so dali auch dort eine Trocknung des dar- 
uber befindlichen Substrats 2 erfolgt. Ober die Durch- 
flufimenge des Gases und den Abstand zwischen dem Substrat 
2 und der Dusenplatte 17 kann der Trocknungsvorgang opti- 
mal eingestellt werden. Nach erfolgter Trocknung wird das 

15 Oberteil 5 des Substrathalters 3 angehoben, um den Zu- 

griff auf den nunmehr frei auf dem Unterteil 6 liegenden 
Wafer 2 freizugeben. In dieser Position wird der Wafer 2 
durch einen Handhabungs-Roboter aus dem Substrathalter 3 
entnommen und durch einen neuen, unbehandelten ersetzt. 

20 Der Substrathalter 3 wird wieder geschlossen und ist fur 
eine neue Behandlung bereit. 

Fig. 5 zeigt eine weitere Aus ftihrungs form der Erfindung, 
die der ersten Ausf iihrungsf orm im wesentlichen gleicht. 
25 In Fig. 5 werden - soweit dies angebracht ist - dieselben 
Bezugszeichen verwendet, wie bei dem zuvor beschriebenen 
Ausf tihrungsbeispiel gemali den Fig. 1-4. 

Die Spul- und Trocknungsvorrichtung gemaJi Fig. 5 unt4r- 
30 scheidet sich von dem zuvor beschriebenen Ausf tihrungsbei- 
spiel darin, dali an einem auBeren Rand des Ringelements 
11 ein Oberlauf kragen 50 vorgesehen ist, der entweder 
einstuckig mit dem Ringglied 11 ausgebildet ist, oder ein 
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separates Bauteil ist, welches auf geeignete Weise mit 
dem Ringglied 11 verbunden ist. In dem Oberlauf kragen ist 
ein steuerbarer Ablaii 52 zum Ablassen von Behandlungs- 
fluid ausgebildet, 

Zwischen einer Innenseite des Oberlauf kragens 50, einer 
Oberseite des Ringglieds 11 und einer Aufienseite des 
Flansches 14 wird ein nach oben geoffneter Ringraum 53 
gebildet, in den von oben das Unterteil 6 des Substrat- 
halters 3 eingefiihrt werden kann, wie in Fig. 5 zu sehen 
ist. In der in Fig. 5 gezeigten Position wird zwischen 
dem Substrathaiter und dem Grundkorper 10 ein Stromungs- 
kanal gebildet. Dieser Stromungskanal erstreckt sich auch 
zwischen einer Innenseite des Oberlauf kragens und einer 
Aufienseite des Substrathalters, insbesondere einer Aulien- 
seite des Unterteils 6. In dem Oberlauf kragen 50 sind 
schrag nach oben gerichtete, nach innen weisende Dusen 55 
vorgesehen, uber die ein Fluid wie z.B. eine SpUlflussig- 
keit Oder ein Trocknungsgas Gas in den Stromungskanal 
zwischen dem Oberlauf kragen und dem Substrathaiter ein- 
geleitet werden kann* Die Anzahl und Ausrichtung der Du- 
sen 55 im Oberlauf kragen 50 richtet sich nach dem je- 
weiligen Bedarf . So konnte beispielsweise eine einzelne, 
nach innen gerichtete Duse vorgesehen sein. Auch ist es 
nicht erf orderlich, dali die Diisen im Oberlauf kragen aus- 
gebildet sind, da sie auch separat ausgebildet und am 
Oberlauf kragen befestigt sein konnen. 

Der Betrieb des Spul- und Trocknungsvorrichtung gemafi dem 
zweiten Ausf lihrungsbeispiel ist im wesentlichen identisch 
zu dem Betrieb der Spul- und Trocknungsvorrichtung gemali 
dem ersten Ausf lihrungsbeispiel . Durch den Oberlauf kragen 
50 wird jedoch bei geschlossenem AblalJ 52 die Stromung 
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der Spulf lussigkeit entlang der AuBenseite des Substrat- 
halters geleitet, um diesen ebenfalls zu reinigen, sofern 
dies notwendig ist. Die entlang der Auftenseite des Sub- 
strathalters nach oben gerichtete Stromung wird durch ei- 
5 ne uber die Dtisen 55 erzeugte Stromung unterstiitzt . Nach 
dem Splilvorgang wird zunachst tiber den Ablafl 52 in dexn 
Ringraum 53 stehende Splilf lussigkeit abgelassen. An- 
schlieliend wird der AblaB 52 wieder geschlossen und der 
oben beschriebene Trocknungsvorgang eingeleitet, wobei 

10 die Stromung auch entlang der AuBenseite des Substrat- 
halters verlSuft, um eine Trocknung zu bewirken. Die 
Stromung entlang der AuBenseite des Substrathalters und 
die Trocknung des Substrathalters wird wiederum durch ei- 
ne liber die Diisen 55 eingeleitete Gasstromung unter- 

15 stiitzt. 

Die Spiil- und Trocknungsvorrichtungen des ersten und 
zweiten Ausf iihrungsbeispiels sind jeweils von einem nicht 
dargestellten Becken umgeben, um die verwendete Spulfliis- 
20 sigkeit aufzufangen. 

Figur 6 zeigt eine weitere Ausf iihrungsf orm der Erfindung. 
Figur 6 zeigt eine Querschnittsansicht einer Sptil- und 
Trocknungsvorrichtung 100 der vorliegenden Erfindung. 

25 Oberhalb der Spul- und Trocknungsvorrichtung 100 ist ein 
einen Halbleiterwaf er tragender Substrathalter 103 ange- 
ordnet, dessen Aufbau und Funktion im wesentlichen dem 
Substrathalter 3 gemaB dem ersten Ausf lihrungsbeispiel 
entspricht. Der Substrathalter 103 besteht aus einem/' 

30 Oberteil 105 und einem Unterteil 106, wobei der Wafer 
zwischen dem Oberteil 105 und dem Unterteil 10 6 einge- 
klemmt ist. 
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Auf dem Oberteil 105 befindet sich ein Korper 108, dessen 
Form der Form des Oberteils 105 des Substrathalters 103 
angepafit ist, und der einen groBeren Umfang besitzt als 
das Oberteil 105, Am Aufienumfang des Korpers 108 ist ein 
sich nach unten erstreckender Flansch 109 ausgebildet, 
der das Oberteil 105 teilweise umgibt, wodurch dazwischen 
ein nach unten geoffneter Raum 110 gebildet wird. 

In dem Korper 108 ist eine Querbohrung 112 ausgebildet, 
die in einem Mittelbereich des Korpers 108 mit einer Ver- 
tikalbohrung 113 in Verbindung steht. Die Vertikalbohrung 
steht uber ein Anschlufielement 114 mit einer nicht darge- 
stellten Leitung in Verbindung, uber die ein Fluid in die 
Bohrung 113 und somit die Querbohrung 112 eingeleitet 
werden kann. Das von der Bohrung 113 entfernte Ende der 
Bohrung 112 steht mit einem Raum 116 in Verbindung, der 
sich urn den ganzen Korper 108 herum erstreckt, und der 
einen rechteckigen Querschnitt aufweist. In einem Boden 
117 des Raxams 116 ist eine Offnung 118 ausgebildet, die 
den Raum 116 mit dem Raum 110 verbindet. 

Somit kann im Betrieb der Vorrichtung 100 uber den An- 
schluB 114 ein Fluid, wie zum Beispiel eine Spiilfliis- 
sigkeit, in den Korper 108 eingeleitet werden, welche 
dann liber die Bohrungen 113 und 112 zu dem Raum 116 ge- 
leitet wird. Ober die Offnung 118 tritt die Spalfltis- 
sigkeit dann in den Raum 110 aus, von wo aus sie an einer 
AuBenseite des Substrathalters herunterlauf t , um diese zu 
reinigen. ' 

Die Spul- und Trocknungsvorrichtung 100 weist ferner ei- 
nen Grundkorper 120 auf. Der Grundkorper 120 besitzt ei- 
nen Basisteil 122, in dem eine Querbohrung 124 ausge- 
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bildet ist. Der Basisteil 122 besitzt eine Mittelof f nung 
126, die einen Innenumfang 128 des Basisteils 122 defi- 
niert. An einer Innenseite des Basisteils 122 ist ein 
Flansch 130 ausgebildet^ dessen Innenseite 132 mit dem 
5 Innenumfang 128 fluchtet. Eine AuBenseite 134 des Flan- 
sches 130 bildet im oberen Bereich eine nach innen ge- 
richtete Schrage 136, 

Am oberen Ende des Flansches 130 weist der Grundkorper 
120 eine sich senkrecht zu dem Flansch 130 nach innen er- 
streckende Diisenplatte 140 auf, in der - wie nachfolgend 
noch in groBerer Einzelheit beschrieben wird - eine Viel- 
zahl von DUsen 142 ausgebildet ist. In einem Mittelbe- 
reich der Diisenplatte ist ein sich nach unten erstrecken- 
der Dusenkorper 14 4 einteilig mit der Dusenplatte 140 
ausgebildet- Zwischen dem Innenumfang 128 des Basisteils 
122 und der Innenseite 132 des Flansches 130 einerseits 
und einer Aulienseite des DOsenkorpers 144 andererseits 
wird ein nach unten geoffneter Ringraum 14 6 gebildet. Die 
Unterseite des Ringraums 14 6 wird durch eine ringformige 
Platte 148 verschlossen. Wie in Figur 6 zu sehen ist, 
weist das Basisteil 122 und der Dusenkorper 144 zum Rin- 
graum 146 weisende Ausnehmungen auf, die jeweils eine 
Schulter zur Anlage der Platte 148 bilden. Die Platte 148 
ist an den Basisteil 122 und den DUsenkorper 144 ge- 
schweilit . 

Uber die Querbohrung 124 des Basisteils 122 steht der, 
Ringraum 14 6 mit einer nicht naher dargestellten Leitung 
30 in Verbindung, uber die ein Fluid wie z.B. N2 in den Rin- 
graum 14 6 eingeleitet werden kann. 
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In dem Dusenkorper 144 ist ein Hohlraxun 150 ausgebildet , 
der mit einer darUber angeordneten Dlise 152 in Verbindung 
steht. Die Diise 152 liegt auf einer Mittelachse der Du- 
senplatte 140 und ist senkrecht nach oben gerichtet. Der 
sich unter der DQse 152 befindliche Hohlraum 150 steht 
mit einer sich senkrecht zu der Ebene der Zeichnung er- 
st reckenden Leitung 154 in Verbindung, die auf nicht dar- 
gest elite Art und Weise durch den Ringraxam 14 6 zu einer 
Aufienseite des Grundkorpers 120 geftihrt ist. Ober die 
Leitung 154 kann der Hohlraum 150 und somit die Diise 152 
mit einem Fluid wie z.B. einer Spiil- Oder Atzf lussigkeit 
beaufschlagt werden. Wie oben unter Bezugnahme auf die 
Mitteldiise des ersten Ausfiihrungsbeispiels beschrieben 
wurde, kann an die Diise 152 auch ein Vakuum angelegt wer- 
den. 

In der Dusenplatte 140 sind wie oben erwahnt Dusen 142 
vorgesehen, die in gleicher Weise wie die Dusen 18 in der 
Dusenplatte 17 des ersten Ausfiihrungsbeispiels angeordnet 
sind. Neben den Dusen 142 sind im Bereich des Diisenk5r- 
pers 144 zusatziiche, schrag nach innen gerichtete Dusen 
156 vorgesehen, die auch mit dem Ringraum 146 in Verbin- 
dung stehen. Ober die Dusen 156 kann eine Fluidstromung 
in Richtung der Mittelachse der Dusenplatte 140 gerichtet 
werden, um in diesem Bereich, insbesondere bei einer 
Trocknung eines dariiber befindlichen Substrats eine ver- 
besserte Stromung zu erzeugen. 

Am Basisteil 122 ist neben dem Flansch 130 ein weite^er 
sich nach oben erstreckender Flansch 160 ausgebildet, der 
im wesent lichen dem Oberlauf kragen, gemSIi dem zweiten 
Ausfiihrungsbeispiel der Figur 5 entspricht. Zwischen dem 
Oberlauf kragen 160 und dem Flansch 130 wird ein nach oben 
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geoffneter Raum 164 gebildet- Der Raxim 164 steht mit ei- 
nem nicht dargestellten Auslafi in Verbindung, iiber den in 
dem Raum 164 befindliche Flussigkeit abgelassen werden 
kann. 

5 

In dem Bereich der Querbohrung 124 ist der Basisteil 122 
breiter ausgebildet, wie auf der linken Seite in Figur 6 
zu erkennen ist* In diesem Bereich ist neben dem Flansch 
160 ein weiterer, sich von dem Basisteil 122 nach oben 
10 erstreckender Flansch 166 vorgesehen. Zwischen den Flan- 
schen 160 und 166 wird ein Eingriff fur einen nicht dar- 
gestellten Schwenkarm zur Bewegung der Vorrichtung 100 
gebildet . 

Der Betrieb der Spul- und Trocknungsvorrichtung gleicht 
im wesentlichen dem oben beschriebenen Betrieb. Jedoch 
wird das Flussigkeitsniveau in dem Raum 164 zu jeder Zeit 
unterhalb einer Oberkante des Flansches 160 gehalten, um 
zu verhindern, daB Flussigkeit iiber den Flansch 160 hin- 
weg stromt. 

Wahrend der Spiilung eines Wafers, wird eine Aulienseite 
des Substrathalters 103 durch Spulf Itissigkeit gereinigt, 
welche uber den K5rper 108 an die Aulienseite des Sub- 
25 strathalters 103 geleitet wird. 

Wahrend der nachf olgenden Trocknung des Wafers wird die 
Spulung der AuBenseite des Substrathalters 103 einge- 
stellt. Ferner wird ein Vakuum an die mittlere Dvise ,152 
30 angelegt und uber die DUsen 142 und 156 wird eine Stro- 
mung eines Trocknungsgases wie z.B. N2 auf den Wafer ge- 
richtet. Dabei wird uber die schrag nach innen geneigten 
Dtisen 152 eine zu der Mittelachse der Dusenplatte gerich- 
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tete Stromung erzeugt. Hierdurch wird eine verbesserte 
Trocknung des der Duse 152 gegenuberliegenden Bereichs 
des Wafers erreicht. 

5 Obwohl die vorliegende Erfindung anhand bevorzugter Aus- 
f Uhrungsbeispiele beschrieben wurde, ist die Erfindung 
nicht auf die speziell dargestellten Ausf iihrungsf ormen 
beschrankt. So sind beispielsweise die Diisen 55 in dem 
Oberlauf kragen 50 sowie der Ablafi 52 nicht unbedingt not- 

10 wendig, da die durch die Dusen 18 und 38 erzeugte Stro- 
mung ausreichen wiirde, urn auch eine Stromung entlang der 
Auiienseite des Substrathalters zu erzeugen, Alternativ 
konnte auch ein Ablafi im Ringglied 11 des Grundkorpers 10 
ausgebildet sein, urn in dem Ringraum 53 stehende Flas- 

15 sigkeit abzulassen. Die erf indungsgemafie Vorrichtung ist 
auch nicht auf eine Spul- und Trocknungsvorrichtung be- 
schrankt, da sie fiir jede Art der Substratbehandlung, wie 
z.E. eine Atzbehandlung mit einem Atzmedium^ geeignet 
ist, bei der auf einer Substratoberf lache eine Stromung 

20 erzeugt werden muB* Die Vorrichtung konnte als kombi- 

nierte Atz- Spul- und Trocknungseinheit eingesetzt wer- 
den, bei der die jeweiligen Verfahren sequentiell durch- 
geftihrt werden. Abhangig von der Form des Substrats kann 
die Vorrichtung auch eine andere als die dargestellte 

25 runde Form, wie z.B, eine Rechteckf orm, besitzen. Die 
verschiedenen dargestellten und beschriebenen Elemente 
der Vorrichtung k5nnen insbesondere auch jeweils einzeln 
und unabhangig voneinander verwendet werden. Sie sind da- 
her als unabhangige Merkmale anzusehen. 

30 
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Patent ansprilche 

1. Vorrichtung (1;100) zum Behandeln von Substraten 
(2) , insbesondere von Halbleiterwaf ern, mit wenig- 

5 stens einer, im wesentlichen zentrisch zum Substrat 

(2) angeordneten ersten Diise (38; 152) und einer 
Vielzahl von bezuglich der ersten Duse separat an- 
steuerbaren zweiten Diisen (18; 142), dadurch ge- 
kennzeichnet , dafi die erste DQse (38; 152) senkrecht 
10 auf das Substrat (2) gerlchtet ist, sodafi ein daraus 

austretendes Fluid auf das Substrat trifft und an 
ihm in eine radiale Stromung umgelenkt wird, und dafi 
die zweiten Diisen quer zur radialen Stromung gerich- 
tet sind. 

15 

2. Vorrichtung {1;100) nach Anspruch 1 oder 2^ dadurch 
gekennzeichnet, dafi die erste DQse (38; 152) eine 
einzelne Punktdiise ist. 

20 3. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
AnsprUche, dadurch gekennzeichnet , dafi die zweiten 
Diisen (18; 142, 144) wenigstens eine Dusengruppe bil- 
den, die entlang einer vorgegebenen Kontur, insbe- 
sondere einer Geraden, verlSuft. 

25 

4. Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi sich die Gerade tangential zur ersten 
DUse (38; 152) erstreckt . 

30 5. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet , dafi wenigstens 
eine weitere Duse (156) zur ersten Duse (152) hin 
gerichtet ist. 
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Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet , dali die zweiten 
Dusen (18; 142, 144) unter einem Winkel von 45** auf 
das Substrat gerichtet sind. 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet , daft die zweiten 
Diisen (18; 142, 144) Punktdtisen sind. 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet , dali die erste Dii- 
se (18; 152) und die zweiten Diisen (18; 142, 144) mit 
unterschiedlichem Druck beauf schlagbar sind. 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dali die erste Du- 
se (18; 152) und die zweiten Diisen (18; 142, 144) mit 
unterschiedlichen Fluids beauf schlagbar sind. 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, dafi iiber die er- 
ste Diise (18; 152) Sptilfluid einleitbar ist. 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dali an die erste 
Diise (18; 152) ein Vakuum anlegbar ist. 

Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dali iiber die 
zweiten Diisen (18; 142, 144) ein Gas einleitbar ist. 
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13. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet , dali die erste Du- 
se (18; 152), die zweiten Dusen (18; 142) und die wei- 
tere Dtise (156) in einem geme ins amen Grundkorper an- 
5 geordnet (10; 120) sind. 



14. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, gekennzeichnet durch einen die erste Dtise 

(38) aufweisenden Einsatz (35), der in den Grund- 
10 korper (10) einsetzbar ist. 

15. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die zweiten 
DQsen (18; 142, 144) in einer Dusenplatte (17; 140) des 

15 Grundkorpers (10; 120) ausgebildet sind. 

16. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
AnsprQche, gekennzeichnet durch einen ringformigen 
Fluidraum (22; 146) unterhalb der Dusenplatte 

20 (17;140) . 



17. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 

Anspruche, gekennzeichnet durch eine die Dusenplatte 
(17; 140) umgebende und gegenuber dieser tiefer lie- 
25 genden Flache des Grundkorpers (10), mit einer Viel- 

zahl von Bohrungen, in der Flache eine entsprechende 
Anzahl von Abstandshaltern (13) auf genommenen ist. 



30 



18. Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Abstandshalter (13) verstell- 
bar sind. 
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19. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, gekennzeichnet durch einen Oberlauf kragen 
(50) am Grundkorper (10) • 

20. Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 19, gekennzeichnet 
durch wenigstens eine nach innen gerichtete Duse 
(55) am Oberlauf kragen (50) . 

21. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, gekennzeichnet durch ein den Grundkorper 
(10) umgebendes Becken • 

22. Vorrichtung (1;100) nach einem der vorhergehenden 
Ansprliche, gekennzeichnet durch eine Einrichtung 
(108) zum Leiten eines Fluids auf eine AuBenseite 
eines das Substrat tragenden Substrathalters (103) . 



23. Vorrichtung (1;100) nach Anspruch 22, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Einrichtung (108) auf dem Sub- 
strathalter (103) angeordnet ist. 



24. Verfahren zum Behandeln von Substraten (2), insbe- 

sondere Halbleiterwaf em, das, die f olgenden Schritte 
auf weist : 

- Leiten eines Fluids unter einem rechten Winkel 
auf eine zu behandelnde Oberflache des Substrats 
(2) , iiber wenigstens eine im wesentlichen zen- 
trisch zum Substrat angeordnete erste Duse 
(38;152), sodaB das auf das Substrat auftreffende 
Fluid in eine radiale Stromung umgelenkt wird; 
und 

- Leiten eines Fluids auf die zu behandelnde Ober- 
flache des Substrats (2) uber eine Vielzahl von 
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bezxiglich der ersten DQse (38; 152) separat ange- 
steuerten zweiten Diisen (18;142), und zwar quer zur 
radialen StOmung, 

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet , 
dali das Fluid iiber die zweiten Dusen (18; 142, 144) im 
wesentlichen in Umf angsrichtung des Substrats (2) 
auf die zu behandelnde Oberflache geleitet wird. 

26. Verfahren nach einem der Anspriiche 24 oder 25, da- 
durch gekennzeichnet , daB das Fluid uber die zweiten 
Dtisen (18; 142, 144) mit einem Winkel von 45** auf die 
zu behandelnde Oberflache des Substrats (2) geleitet 
wird. 

27. Verfahren nach einem der Anspriiche 24 bis 26, da- 
durch gekennzeichnet, dafl Uber die ersten und zwei- 
ten Diisen Fluid mit unterschiedlichen Driicken auf 
die zu behandelnde Oberflache des Substrats (2) ge- 
leitet wird. 

28. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 27, da- 
durch gekennzeichnet, dafi iiber die ersten und zwei- 
ten Diisen unterschiedliche Fluids auf die zu behan- 
delnde Oberflache des Substrats (2) geleitet werden, 

29. Verfahren nach einem der Anspriiche 24 bis 28, da- 
durch gekennzeichnet, dafi uber die erste Duse 

(38; 152) ein Spiilfluid auf die zu behandelnde Ober- 
flache des Substrats (2) geleitet wird. 
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30* Verfahren nach einem der Anspriiche 24 bis 29, da- 

durch gekennzeichnet, dalS an die erste Duse (38; 152) 
ein Vakuum angelegt wird, 

31. Verfahren nach einem der AnsprOche 24 bis 30, da- 
durch gekennzeichnet, dali aber die zweiten DUsen 
(18; 142, 144) ein Gas auf die 2u behandelnde Ober- 
fiache des Substrats (2) geleitet wird. 

32. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 31, ge- 
kennzeichnet durch Leiten eines Fluids auf eine Au- 
fienoberf lache eines das Substrat (2) tragenden Sub- 
strattragers (3) tiber wenigstens eine in einem Ober- 
laufkragen (50) der Vorrichtung angeordnete Duse 
(55) . 
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